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POR FEIXE ~OLECULAR,~'l
n'RF.) - ? B"!!.",:"j.1.!_~.:...s.:.....~_tnri,M. Siu 1.1,L. Iodatti, O. lIipól1to, F.. Rnn7.·e J. C. Por-
tal· (IFQSC/l1Sr - 13560 - sã" Carlos - SP).

SEM!~; 50{?G f.1~~Tl- é - OOPING S1 : GaAs, CRESCIDO POR EPlTAXIA

I\~ p r-op r í ednde s de nl<I~I1('totr;lnsIHHte do gas de elétrons b1dimens1onal (2-cJeg) 'do mu..!.
t1-6-doped Si:GaAs. crescido por MBE, foram caracterizadas a baixa temperatura (4,2 K) como
função da pres5ão hldrosrática. A amostra multi-delta foi crescida sob u~ substrato de GaAs,
orientado (100) com temperatura e taxa de crescimento da ordem de 5000 C e 0,4 ~m/h respect!
vamente.

As oscilações de Shubnikov-de-Haas (5. d. H) mostram a presença evidente de duas su~
bandas, e sob luz mostra também um aumento da concentração de portadores dentro da sub-ban-
da. A densidade de portnd~re~ foi ann1isada por transformação de Fourier. De mais, um modelo
t eo r t co foi u sndo pn r a " (,"'llll'ar;II.,·;i'l dos resultados experimentais.
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